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Исследование электронных свойств пленок фталоцианина меди перспективно в плане развития фотовольтаических и светоизлучающих органической электроники. Введение поляризующих заместителей в молекулы позволяет определенным образом влиять на электронные свойства органического материала. При использовании электроотрицательных заместителей, например,  групп на основе -F, -CN, -N замещение приводит к понижению энергетического положения уровней (стабилизации уровней). 

Целью магистерской диссертационной работы являлось установление закономерностей изменений потенциального барьера и структуры незаполненных электронных состояний в пограничной области тонких пленок фторозамещенного (F16-CuPc) и незамещенного фталоцианина меди (CuPc). В работе использовалась методика отражения от поверхности тестирующего пучка медленных электронов (very low energy electron diffraction, VLEED), которая была реализована в режиме спектроскопии полного тока (СПТ) при изменении энергии падающего электрона от 0 эВ до 25 эВ. В работе предложен методический подход к исследованию изменения интенсивности экспериментальных зависимостей тонкой структуры полного тока (ТСПТ) в процессе осаждения ультратонкого органического покрытия на поверхность подложки, который заключается в моделировании ТСПТ с учетом ТСПТ подложки, ТСПТ напыляемого органического слоя и с учетом изменения длины свободного пробега электронов в исследуемом материале в зависимости от энергии электронов. Обнаружено, что замещение молекул CuPc атомами фтора приводит к существенной перестройке структуры максимумов экспериментальных ТСПТ, определяющих плотность электронных состояний, в области энергий от 5 эВ до 15 эВ выше уровня Ферми. Для серии исследованных интерфейсных барьеров установлены высота, протяженность, и изменение работы выхода. В том числе на интерфейсе F16-CuPc/СuPc происходит понижение уровня вакуума на 0.8 эВ, что соответствует переносу электронной плотности от CuPc пленки в сторону F16-CuPc подложки.
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